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Abstract (en)
[origin: US4259145A] Reactive ion etching of materials is carried out using a low energy ion beam of controlled energy and current density. The ion
beam is generated with an ion source using a single extraction grid having multiple apertures to obtain high current densities at low ion energies. A
reactive gas such as CF4 is introduced into the ion source and ionized to form a plasma which acts as the source of ions for the beam. The plasma
forms a sheath located adjacent to the single extraction grid such that the ions are extracted from the plasma through the grid apertures and form
a low energy ion beam for bombarding the wafers for etching the same. The size of each of the grid apertures is about the same or smaller than
the thickness of the plasma sheath adjacent the grid. The ion source is designed to produce an ion current density of about 1 mA/cm2 at a low ion
energy of about 10-100 electron volts. This low energy minimizes etching by physical sputtering and allows the chemical component of reactive ion
etching to dominate.

Abstract (de)
Eine lonenquelle in einer Vakuumkammer 40 erzeugt einen lonenstrahl 26. Sie ist zwecks Erzeugung hoher Stromdichte bei geringer lonenenergie
mit einem einzelnen Beschleunigungsgitter 22 mit vielen Offnungen ausgefiihrt. Die Entladungskammer der lonenquelle enthalt unter geringem
Druck reaktives Gas CF4, das durch Elektronenentladung in Plasma 24 verwandelt wird und daher lonen fir den lonenstrahl liefert. Eine
Plasmabhidille bildet sich in Nahe des Beschleunigungsgitters 22, das ihr lonen entzieht, welche durch die Offnungen hindurchstrémen und den Strahl
26 bilden. Die Offnungsgrosse ist gleich oder kleiner als die Dicke der sich bildenden Plasmahillle. Die lonenquelle erzeugt Stromdichten von etwa
1 mA/cm? bei einer lonenenergie von 10-100 eV. Diese Tatsache |aBt die chemische Wirkung beim reaktiven Atzen mittels lonen tiberwiegen und
begrenzt das Sprihen auf ein Minimum.
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